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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

塗布プロセスによりナノ粒子を積層した薄膜の断面走査型電子顕微鏡(SEM)観察を
行うため、クロスセクションポリッシャによる断面の試作を行った。試作の結果、
断面部分の薄膜厚さが300 nm程度であることが見積もられた。

実験
Experimental

利用した主な装置名：【NPF032】クロスセクションポリッシャ(ALD付帯)

コロイド状ナノ粒子薄膜を形成する基板として、櫛形電極を有する熱酸化膜付きシ
リコンウエハを準備した。櫛形電極は、フォトリソグラフィとドライエッチングプ
ロセスにより、10μmラインアンドスペースとした。基板の上面に、コロイド状ナ
ノ粒子液をコートし、ナノ粒子積層膜を形成した。積層するナノ粒子の形状は球形
で、粒径は50 nmであった。図１に想定する試料の断面模式図を示す。
作製した試料に、クロスセクションポリッシャの加工を行った。加工に使用する加
速電圧を3 kV、加工時間は5分とした。

結果と考察
Results and Discussion

図２にクロスセクションポリッシャで断面加工した試料のSEM像を示す。図上方か
らナノ粒子膜、電極、シリコンウエハの順に、積層されている。膜厚300nm程度の
ナノ粒子膜の様子が確認できている。一方、薄膜を構成する粒子の形状は球状では
なく、加工により粒子が削れていることを示唆している。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図１ 断面形成を行う試料の模式図
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Figures, Tables and

Equations 2

図２ 加工した試料のSEM像
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・今後の課題
ナノ粒子の大きさや、ナノ粒子薄膜の積層厚さを変えた試料での観察を行う。ナノ
粒子薄膜の上面を保護し、試料作製時に薄膜をなるべく傷つけない方法を検討する。
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